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Characteristics of MgxZn1-xO:N films on ZnO substrates fabricated by the PARE method 
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【【【【はじめにはじめにはじめにはじめに】】】】 

我々は、プラズマアシスト反応性蒸着 (PARE) 法

によって作製した ZnO ホモ接合ダイオードの発光

に成功し、その特性を報告してきた [1, 2]。そして、

蒸着原料にZnMg合金を用いたPARE法による単結

晶 ZnO 基板上への MgxZn1-xO 薄膜および

MgxZn1-xO:N 薄膜の作製を試みて、その結果を報告

した [3-6]。 

今回は、ZnMg合金を用いたPARE法における成

膜条件をさらに検討し、作製したMgxZn1-xO:N薄膜

の諸特性について報告する。 
 

【【【【実験方法実験方法実験方法実験方法】】】】 

ZnMg合金(Mg＝35 wt%)を入れたルツボを加熱し、

蒸気をO2、N2、NOの混合ガスの高周波プラズマ中

を通して ZnO (0001)単結晶基板上に到達させ、

MgxZn1-xO:N膜を作製した。基板温度は600～850℃、

ルツボ温度は 500～670℃、プラズマ高周波電力は

30～200 Wとした。MgxZn1-xO:N薄膜はAFMにより

表面観察し、XRD測定で結晶性を、フォトルミネッ

センス（PL）測定で光学特性をそれぞれ評価した 

【【【【実験結果実験結果実験結果実験結果およびおよびおよびおよび考察考察考察考察】】】】 

XRD2θ-ω測定において、ウルツ鉱構造 (WZ)の

ZnO (0002) 起 因 の 回 折 ピ ー ク と WZ の  

MgxZn1-xO:N (0002)起因の回折ピークのみが観察さ

れ、相分離は確認されなかった。また、ω測定にお

ける MgxZn1-xO:N (0002)の回折ピークの半値幅は    

42 arcsec.で結晶性は良好であった。  

また、Fig.1 に示した AFM 観察像のように

MgxZn1-xO:N 薄膜の表面はステップ＆テラス構造で

あり、RMS値が 1 nm以下の非常に平坦な表面形状

であった。 
 

 

Fig.2に室温における励起光源に波長266 nmの

レーザーを用いた PL 測定の結果を示した。

MgxZn1-xO:N膜の励起子起因の発光が3.8 eV付近

に観察され、欠陥起因と考えられる 2.3 eV付近

の発光も観察されたが、3.8 eV付近の支配的な発

光ピークに比べ、2桁以上も小さかった。 

以上の結果より、PARE法で単結晶ZnO基板上

へ成膜したMgxZn1-xO:N膜は結晶性が良好で、表

面形状が非常に平坦であり、光学特性も良好で

あることが分かった。 
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Fig.1 AFM images of MgZnO:N film on ZnO single 

crystal substrate fabricated by the PARE method. 

Fig.2 PL spectrum of MgZnO:N film on ZnO single 

crystal substrate fabricated by the PARE method 

measured at room temperature. 
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